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요약

    
본 발명은 박막 트랜지스터 액정표시장치 제조 방법을 개시한다. 개시된 본 발명은, 유리 기판 상에 절연막을 증착하는 
단계; 상기 절연막 상에 폴리 실리콘층을 증착하는 단계; 상기 게이트 절연막과 게이트 금속을 차례로 증착하고, 이를 
패터닝하여 게이트 전극을 형성하는 단계; 상기 도핑층 내의 불순물이 상기 폴리실리콘 층으로 확산되도록, 상기 게이
트 전극을 포함한 기판의 전 영역 상에 도핑 막을 도포하는 단계; 상기 결과물을 열처리 하여 상기 게이트 전극 양측의 
폴리 실리콘층 부분의 표면에 오믹 콘택층을 형성하는 단계; 상기 오믹 콘택층이 형성된 기판 상에 상기 오믹 콘택층과 
콘택되게 소오스/드레인 전극을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
    

대표도
도 2a

명세서

도면의 간단한 설명

도 1a 내지 도 1d는 본 발명에 따른 박막 트랜지스터 액정표시장치 제조 공정을 도시한 단면도.
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도 2a 내지 도 2c는 본 발명에 따른 결정화된 실리콘에 불순물이 확산되는 과정을 도시한 단면도.

도 3은 본 발명의 또 다른 실시예를 도시한 단면도.

*도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명*

10: 비정질 실리콘막 11: 게이트 절연막

15: 게이트 전극 17: 도핑 막

19: 오믹 콘택층 19a: 불순물

20: 절연막 21: 소오스 전극

23: 드레인 전극 50: 유리 기판

100: 레이저(laser)빔

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

    발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시장치의 제조 방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로는,오믹 콘택층의 형성을 용이하게 수행할 수 있
는 박막 트랜지스터 액정표시장치 제조 방법에 관한 것이다.

일반적으로, 액정표시장치 어레이 기판의 단위 화소에는 스위칭 소자인 박막 트랜지스터가 배치되어 있다. 상기 박막 
트랜지스터는 소오스/드레인 전극과 채널층을 가지고 있는데, 상기 소오스/드레인 전극은 도전율이 우수한 금속으로 되
어 있고, 상기 채널 층은 이보다 낮은 도전율을 갖는 결정질 실리콘으로 되어 있다.

이와 같은, 금속 전극과 채널 층이 직접 콘택되는 부분에서는 전도율의 차이가 급격하므로, 이를 완충시키기 위하여 오
믹 콘택층이 필요하다. 이러한, 오믹 콘택층을 형성하는 방법으로는 종래에는 결정화된 실리콘 층에 이온을 주입시켜 
도핑층을 형성시켰다.

상기에서 이온 주입은 이온 샤우워(Ion Shower)나 이온 플랜터(Ion Implanter)와 같은 플라즈마를 이용하여, 수행하
고 있다. 상기 이온 샤우워를 사용하는 경우에는 가속에너지가 낮아 저렴한 비용으로 도핑층을 형성할 수 있고, 상기 이
온 임플랜터를 사용하는 경우에는 이온 주입 깊이에 따른 밀도 조절이 가능하여 두께를 용이하게 조절할 수 있다.

    발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나, 상기와 같은 이온 주입법을 사용하여 이온을 가속시키는 경우에는 가속 에너지로 10 ~100Kev정도가 필요한
데, 이러한 에너지로 가속된 이온들이 도핑층을 형성하는 과정에서 하부층에 많은 손상을 일으키는 문제점 있다.

또한, 상기와 같은 방법으로 도핑층을 형성하더라도 추가적인 어닐링 공정이 필요한데, 어닐링은 엑시머 레이저나 퍼나
시로 하며, 두 장비 모두 고가인 단점이 있다. 이온 샤우워에 비하여 도핑층의 두께 조절이 용이하다는 임플랜터 방법은 
원형 마그네트가 필요한데, 상당한 고가여서 제조 단가가 상승하는 문제점이 있다.

따라서, 본 발명은 상기한 종래의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 오믹 콘택층의 형성을 용이하게 수행할 수 있는 박막 
트랜지스터 액정표시장치 제조 방법을 제공하는데 그 목적이 있다.
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    발명의 구성 및 작용

    
상기한 본 발명의 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은, 유리 기판 상에 절연막을 증착하는 단계; 상기 절연막 상에 폴리 
실리콘층을 증착하는 단계; 상기 게이트 절연막과 게이트 금속을 차례로 증착하고, 이를 패터닝하여 게이트 전극을 형
성하는 단계; 상기 도핑층 내의 불순물이 상기 폴리실리콘 층으로 확산되도록, 상기 게이트 전극을 포함한 기판의 전 영
역 상에 도핑 막을 도포하는 단계; 상기 결과물을 열처리 하여 상기 게이트 전극 양측의 폴리 실리콘층 부분의 표면에 
오믹 콘택층을 형성하는 단계; 상기 오믹 콘택층이 형성된 기판 상에 상기 오믹 콘택층과 콘택되게 소오스/드레인 전극
을 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
    

또한, 본 발명은, 상기 도핑 막은 솔벤트성 용액에 N+ 또는 P+ 의 이온을 포함하는 물질이 첨가되어 이루어지고, 상기 
도핑 막은 스핑 코팅으로 도포하며, 상기 도핑 막은 100 ~500Å 두께로 도포하고, 상기 열처리는 퍼니스(furnace) 또
는 레이저를 이용하여 수행하고, 상기 열처리는 250℃ ~400℃로 수행하는 것을 특징으로 한다.

본 발명에 의하면, 도핑 층을 형성할 때 스핀 코팅에 의하여 도핑막을 형성하고, 열처리 또는 레이저를 통하여 어닐링 
하여 하부 층에 손상을 줄이고, 공정을 단순화 시킬수 있다.

이하, 첨부한 도면에 의거하여 본 발명의 바람직한 실시 예를 자세히 설명하도록 한다.

도 1a 내지 도 1d는 본 발명에 따른 박막 트랜지스터 액정표시장치 제조 공정을 도시한 단면도이다. 도 1a에 도시된 바
와 같이, 투명성 절연 기판 즉, 유리 기판(50) 상에 SiO 2 계의 절연막(20)과 A-Si계의 비정질 실리콘막(10)을 차례
로 증착한다. 다음으로, 도 1b에 도시된 바와 같이, 상기 비정질 실리콘막(10)을 결정화(12) 시키고, 이어서 SiN x 계
의 게이트 절연막(11)과 게이트 금속을 순차적으로 증착한다음, 이를 패터닝하여 게이트 전극(15)을 형성한다. 그런 
다음, 상기 게이트 전극(15)이 형성된 기판(50) 상에 POCl 3 혹은, 휘발성이 강한 용액에 N+ , P+ 이온을 첨가 시킨 도
핑막(17)을 스핀 코팅 방법으로 도포한다.

도 1c에 도시된 바와 같이, 상기 도포된 도핑 막(17)을, 퍼나시(furnace) 또는 레이저를 이용하여 열처리를 하면, 상
기 도핑 막(17)이 결정질 실리콘층(12)에 확산되면서 오믹 콘택층(19)이 형성된다.

그리고 나서, 도 1d에 도시된 바와 같이, 소오스/드레인 전극(21, 23)을 형성함으로써, 폴리 실리콘 박막 트랜지스터를 
완성한다. 이때, 상기 소오스/드레인(21, 23)의 형성시에는 게이트 전극(15) 상에 남아 있던 도핑막이 스퍼터링에 의
해 제거된다.

도 2a 내지 도 2c는 본 발명에 따른 결정화된 실리콘막 상에 도핑 용액이 확산되는 과정을 도시한 단면도로서, 도 2a에 
도시된 바와 같이, 비정질 실리콘막(10)이 결정질 실리콘막(12)이되면 표면이 거칠어지고, 갈라지는데, 도핑 막(19)
은 도 2b에 도시된 바와 같이 결정질 실리콘막(10) 틈사이로 침투되고, 상기 게이트/드레인 전극(21,23)을 형성하기 
위한 스퍼터링 공정에서 더욱 깊게 확산된다.

    
도 3은 본 발명의 또 다른 실시예를 도시한 단면도로서, 도시한 바와 같이, 다른 실시예는 도 2a 내지 도 2c와 동일한 
증착 과정을 거치지만, 여기에서는 비정질 실리콘막(10)을 레이저나 열처리에 의하여 결정화 시키지 않고, 즉, 비정질
인 상태에서 도핑 막(17)을 스핀 코팅으로 도포하고, 레이저를 기판의 후면부에서 조사한다. 상기 레이저는 기판 상에 
증착된 비정질 실리콘막(10)을 결정질 실리콘막으로 변화시키는 동시에 도핑막(17)을 상기 결정질 실리콘막상에 확산
시켜 오믹 콘택층을 형성할 수 있게된다. 그러면, 열처리 공정이 줄어 들게 되어, 열에 의하여 기판이 받는 손상을 제거 
할 수 있으며, 공정이 단순화되는 잇점이 있다.
    

    발명의 효과
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이상에서 자세히 설명된 바와 같이, 본 발명에 의하면, 도핑 막을 스핀 코팅에 의하여 도포한다음, 열처리를 통해 오믹 
콘택층을 형성할 수 있어, 상기 오믹 콘택층의 형성을 용이하게 수행할 수 있음은 물론, 이온 주입을 이용하지 않는 것
에 기인해서, 플라즈마에 의한 기판의 손상을 방지할 수 있다.

또한, 비정질 실리콘을 결정화 하지않고, 도핑 막을 증착하여 동시에 결정화 및 오믹 콘택층을 형성할 수도 있으며, 이
경우에는 공정 시간과 수율 증대를 확보할 수 있다.

이하, 본 발명은 그 요지가 일탈하지 않는 범위에서, 다양하게 변경하여 실시할 수 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

유리 기판 상에 절연막을 증착하는 단계;

상기 절연막 상에 폴리 실리콘층을 증착하는 단계;

상기 게이트 절연막과 게이트 금속을 차례로 증착하고, 이를 패터닝하여 게이트 전극을 형성하는 단계;

상기 도핑층 내의 불순물이 상기 폴리실리콘 층으로 확산되도록, 상기 게이트 전극을 포함한 기판의 전 영역 상에 도핑 
막을 도포하는 단계;

상기 결과물을 열처리 하여 상기 게이트 전극 양측의 폴리 실리콘층 부분의 표면에 오믹 콘택층을 형성하는 단계;

상기 오믹 콘택층이 형성된 기판 상에 상기 오믹 콘택층과 콘택되게 소오스/드레인 전극을 형성하는 단계를 포함하는 
것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터 액정표시장치 제조 방법.

청구항 2.

제 1항에 있어서,

상기 도핑 막은 솔벤트성 용액에 N+ 또는 P+ 의 이온을 포함하는 물질이 첨가되어 이루어진 것을 특징으로 하는 박막 
트랜지스터 액정표시장치 제조 방법.

청구항 3.

제 1항에 있어서,

상기 도핑 막은 스핑 코팅으로 도포하는 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터 액정표시장치 제조 방법.

청구항 4.

제 3항에 있어서,

상기 도핑 막은 100 ~500Å 두께로 도포하는 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터 액정표시장치 제조 방법.

청구항 5.

제 1항에 있어서,
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상기 열처리는 퍼니스(furnace) 또는 레이저를 이용하여 수행하는 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터 액정표시장치 
제조 방법.

청구항 6.

제 1항 또는 제 5항에 있어서,

상기 열처리는 250℃ ~400℃로 수행하는 것을 특징으로 하는 박막 트랜지스터 액정표시장치 제조 방법.

도면 1a

도면 1b

도면 1c
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도면 1d

도면 2a

도면 2b

도면 2c
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도면 3
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摘要(译)

本发明公开了一种薄膜晶体管液晶显示器的制造方法。所公开的发明包
括在玻璃基板上沉积绝缘层的步骤：在绝缘层上沉积多晶硅层的步骤：
形成欧姆接触的步骤和在基板上接触的源/漏电极。涂覆掺杂层的步骤：
在栅电极两侧的多晶硅层部分的表面上形成欧姆接触的步骤，对结果进
行热处理：形成欧姆接触。
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